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保密专注晶磁，专业电⼦；品质⾄上，精益求精

⽆线充电技术中(IPT)中的纳⽶晶材料

纳⽶晶带芯和纳⽶晶⽚状带的配置

层压纳⽶晶带材铁芯

具有低涡流损耗和⾼

⻓宽⽐，适⽤于⾼功

率⽆线充电。

纳⽶晶⽚带材铁芯在

磁导率和尺⼨上具有

⾼灵活性，同样具有

低涡流损耗。

叠⽚

纳⽶
晶带

脱模
膜

脱模
膜 压碎压缩

叠⽚取向

叠
⽚

取
向

纳⽶晶带

树脂

涡流

磁通⽅向

NRC 磁性铁芯

叠⽚⽅向纳⽶晶带芯

⾮晶态合⾦棒

NRC涸暵挿 NRF涸暵挿



保密专注晶磁，专业电⼦；品质⾄上，精益求精

问题 ｜ 双极绕组中层压铁芯的问题

NRC中具有双D结构的直观磁性模型

• 必须控制铁芯间距，

以保持⾼效率。

• ⾼度集中的通量密度

分布。

不同间隙下的磁通密度
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保密专注晶磁，专业电⼦；品质⾄上，精益求精

混合纳⽶晶芯和薄⽚带

           混合NFR和NRC磁芯结构。
（a）混合材料的层压⽅向。
（b）具有横向MMF的修正直观磁路模型

• 边缘屏蔽可⽤于减轻侧壁中的渦流，并分配集中在边缘的⾼通量密度。

• ⽚状带材叠层由⾼磁导率纳⽶晶体材料组成，在区域上也提供了低磁阻。

• NFR的⻓度仅覆盖NRC的中⼼边缘，但不延伸到通量窗⼝，这避免了传导垂直

通量，以尽量减少这种屏蔽造成的过度损失

有限元模拟中不同材料和铁芯间隙
的铁损⽐较

不同的核⼼结构：混合NFC和NFR，仅⽤
于NRC，仅⽤于双D耦合器焊盘的铁氧体

䒊雳涸倰岁ㄤ絕卓�
边缘屏蔽

横截⾯视图NRC ⾮晶态合

⾦耦合器

边缘混合耦合器



保密专注晶磁，专业电⼦；品质⾄上，精益求精

⽆线充电技术中(IPT)中的纳⽶晶材料


